Pocet atomu a molekul v monomolekuldarni vrstvé

Ny
Nip P
9 je stupen pokryti
1
vy = vaa
1
Vief =1 =77 MWa
v je koeficient ulpéni
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pocet molekul, které ulpi na jednotce povrchu za 1s
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Adsorpcni proud a rychlost

I= k‘TVl

adsorpéni proud na plochu A:

Iad = kTVlef =

I [Nk [T
S=5 =V V™t

adsorpéni rychlost :
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Doba pobytu molekuly na povrchu

tp, = tpoexp (Wdes)
RT;

Wes - vazbova energie (desorpéni energie) Jmol ~!
R =8314Jmol ' K~1
T, - teplota povrchu
tpo - nejmensi mozna doba pobytu molekuly na povrchu, zavisi na
druhu molekul a vlastnostech povrchu i na teploté povrchu, muze mit
hodnoty z intervalu 10713 — 10745
inertni plyny na grafitu ~ 8 x 107135
inertni plyny na skle ~ 0.2 x 107135
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Souvislost doby pobytu molekul na povrchu s tlakem

Dva mezni piipady:

e T. =0 K, P =0 Pa, zddné volné molekuly, doba pobytu nekone¢né
velkd

e T, velmi vysokd, P = nkT, zddné vdzané molekuly t, — 0 s

V redlném systému po urcité dobé nastane rovnovaha mezi plynem
adsorbovanym na povrchu a plynem volnym v objemu reaktoru.
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Doba tplného pokryti povrchu monomolekuldrni vrstvou

_ Nlp

Tp =

Vlef

pro orienta¢ni vypocty Ny, = 0.5 x 10 em ™2

2km 1
= Nipy/ o/ TMy——
Tp 1p Na, OP,Y
Pro My = 30,7 =300 K,v = 0.5, P = 10719 Pa je doba pokryti

7 =114 x 10° s ~ 3.6 let
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Pouvrch vakuové cisty

Obvykle se povazuje povrch za Cisty, pokud je stupen pokryt{ mensi
nez 0.1

Pro fyzikalni a technologické procesy a experimenty potiebujeme
vyrobit a udrzet po dostateéné dlouhou dobu ¢&isty povrch.
Vytvoreni ¢istého povrchu:

zahtati na vysokou teplotu

rozstipnuti monokrystalu

e napafeni vrstvy materidlu

bombardovani povrchu ionty, nebo elektrony
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Desorpce plynu

Intenzita tepelnych kmiti ¢astic pevné latky roste s teplotou. Molekuly
plynu vézané na povrchu se proto mohou uvoliovat. Pro desorpci
inertnich plynu sta¢i nizsi teplota. Desorpci chemicky aktivnich plynu
(vdzanych chemisorpci) je obtiznd i pii vysokych teplotéch.
Pro vysoko-vakuovou techniku:

e odplynovani - vysoka teplota

e udrzeni nizkého tlaku - nizka teplota

PRy



Pocet desorbovanych molekul plynu

dN N N
Vides = dr = =

—e
Tp

x _Hdes
o P\ RT,




Rovnovdha mezi adsorpci a desorpct

Viads = Vldes

Nq

Py

_ &61‘ _Hdes
2km /TM, Tpo




Vyparovaci teplo

energie potiebna k preméné jednotky hmotnosti latky pfi teploté T na

nasycenou paru stejné teploty.
Je-li v systému o objemu V (bez ptitomnosti plynu) 1 g latky pti
teploté T, vzroste tlak o dP pii vzrustu teploty o dT

dP dT dP

P T
dpP

PV:VTd—T:vap
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Tlak nasycenych par

[ . _ pT
stavova rovnice pro plyn V' = R5

T2dP _ dP Wiy,

Wow =B 7= 7 = R T
InP = —%% + konst
InP=A-— %

P = Pyexp (—%)

P, je tlak nasycené pary pro T — oo
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Pp (Pa)
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Tenze vodni pary a Hg:

T[K] | Puo[Pa] | Pugy [Pa]
90 10720 1072
120 | 1x10712 | 4x 10716
173 | 1.3x 1073 | 3.2x107*
233 13.3 2.7x 1074
273 613 2.7 x 1072
303 4266 4 %1071
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Vyznam sorpce a desorpce pro vakuovou techniku

Chceme-li, aby pocet molekul na povrchu stén vakuového systému
zustal co nejmensi, je nutné pii dostatecné malém tlaku zajistit co
mozné nejvétsi teplotu desorbujictho povrchu a to tim vyssi ¢im vyssi
je vazbova energie adsorbovaného plynu.

Chceme-li udrzet vysoké vakuum v jiz odplynéné aparatute, je nutné
udrzovat teplotu povrchu stén na co nejnizsi mozné hodnoteé.
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Plyny v pevnych latkdch

atomérni stav (Ogz, Ha, No v kovech a polovodicich)

molekuldrni stav (Og, Ha, N2 v sklech a polymerech)

volny stav

chemicky vazany stav

I kdyz jsou stény bez pdru a $térbin muze nastat pronikdni plynu pres
sténu. Tyka se to predevsim He, tento proces je velmi pomaly.

Pt. Vysilaci elektronky - postupné zvySovani napéti a proudu a tim
nastane pohlceni iontu do materialu.
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Rozpousteni plyni v pevnych latkdch

koeficient rozpustnosti
Pro atoméarni plyny v kovech a molekularni plyny ve skle, kdyz
nenastava disociace molekul, plati Henryuv zakon

n, =r1P

Pro dvouatomarni molekularni plyny v kovech, kdyz nastavé disociace
molekul, pak plati Sievertsuv zakon

n, = T‘g\/ﬁ

I:lar
sy ' =T0EXTP | —
-R,-Zs

TR

v obecném piipadé

W =

1
n, =rP% u=1, 3
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